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成果简介： 本项目相关课题来源于广东省科技厅支持的广东省重点领域研发计划，课题

项目编号为 2020B010174001，经费来源于省级投入和自有资金。低损耗高耐压硅

基氮化镓双向阻断功率外延材料与器件属于电子电力核心材料与器件环节，是主

流 AC-AC 功率开关转换电路的核心材料与器件，是众多工业设备和家用电器中不

可或缺的重要组成部分，在整个电力电子市场中占据重要的位置和比例，是典型

的核心关键技术。本项目围绕材料生长、结构设计、制备工艺、工艺整合等方面

开展了技术攻关，重点进行了 6 英寸 Si 衬底 GaN 基 HEMT 外延材料生长、增强型

GaN 双向阻断功率器件结构设计与仿真、低损耗高耐压 Si 基 GaN 双向阻断器件制

备工艺、大栅宽双向阻断 GaN 功率器件原型工艺整合等方面研究。经第三方测试，

项目承诺的 6 英寸 Si 衬底 GaN 基 HEMT 外延片的位错密度、表面粗糙度（采用五

点法）、厚度不均匀性、翘曲度、二维电子气迁移率、二维电子气面密度等指标

达到了任务书要求；设计和制备的 Si 基 GaN 双向阻断功率器件的正向阻断电压、

反向阻断电压、阈值电压、特征导通电阻、正向开启电压等指标均达到任务书要

求。经第三方评估，技术就绪度等级达到 7 级。项目申请国内发明专利 23 件，其

中授权 7 件，发表学术论文 22 篇。本项目研发的高性能硅基氮化镓双向阻断功率

器件适用于低功耗电力电子系统，其技术优化以及进一步应用正在开展中。


